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【57】申請專利範圍
1.　一種製造一用於極紫外光微影術的護膜結構的方法，該方法包含以下步驟：
在一過濾器上方形成包含複數個碳奈米管的一膜；

將該膜附接至一框架；

形成圍繞該些碳奈米管中之各者的一無機奈米管，

其中該些無機奈米管由與該些碳奈米管不同的一材料製成；及

移除該些碳奈米管且留下該些無機奈米管。

2.　如請求項 1所述之方法，進一步包含以下步驟：在將該膜附接至該框架之後移除該過濾
器。

3.　如請求項 1所述之方法，其中該不同材料包括氮化硼、六方氮化硼(h-BN)、SiC、MoS2、

MoSe2、WS2、WSe2、SnS2、SnS、ZrO2、ZrO、及 TiO2中之一或多者。

4.　如請求項 1所述之方法，其中藉由氧化該些碳奈米管至少部分地移除該些碳奈米管。
5.　一種用於極紫外光微影術的護膜結構，包含：
包括複數個無機奈米管束的一膜，

其中該些無機奈米管束中之各者包括由一第二無機奈米管圍繞的複數個第一無機奈米管，

其中該些第一及該第二無機奈米管獨立地包括氮化硼、六方氮化硼(h-BN)、SiC、MoS2、

MoSe2、WS2、WSe2、SnS2、SnS、ZrO2、ZrO、及 TiO2中之一或多者；

設置於該膜上方的一框架；及

一包覆層，包覆該膜，其中該包覆層和該些無機奈米管束之至少二者不同軸。

6.　如請求項 5所述之護膜，其中該些第一無機奈米管中之各者包括複數個同軸壁。
7.　如請求項 6所述之護膜，其中該些第一無機奈米管中之各者包括 3至 30個同軸壁。
8.　一種用於極紫外光微影術的護膜結構，其包含：
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設置於一框架上方的一膜，

其中該膜包含複數個第一多壁奈米管，

其中該些第一多壁奈米管中之各者圍繞複數個第二多壁奈米管，

該些第二多壁奈米管中之各者圍繞一第三多壁奈米管，且

該些第二多壁奈米管與該第三多壁奈米管由多個不同材料製成；及

一包覆層，包覆該膜，其中該包覆層和該膜不同軸。

9.　如請求項 8所述之護膜，其中該些第二多壁奈米管係碳奈米管。
10.   如請求項 8所述之護膜，其中該些第一多壁奈米管包括氮化硼、六方氮化硼(h-BN)、

SiC、MoS2、MoSe2、WS2、SnS2、SnS、ZrO2、ZrO2、及 TiO2中之一或多者。

圖式簡單說明

本揭露的態樣在與隨附諸圖一起研讀時自以下詳細描述內容來最佳地理解。應注意，根

據行業中的標準規範，各種特徵未按比例繪製。實際上，各種特徵的維度可為了論述清楚經

任意地增大或減小。

第 1A圖及第 1B圖顯示根據本揭露的實施例的奈米管及用於 EUV光罩的護膜。
第 2A圖、第 2B圖、第 2C圖、及第 2D圖顯示根據本揭露的實施例的多壁奈米管之各種視
圖。

第 3A圖、第 3B圖、及第 3C圖顯示根據本揭露的實施例的製造用於 EUV光罩的護膜的製程
階段。

第 4圖顯示根據本揭露的實施例的製造用於 EUV光罩的護膜的製程階段。
第 5A圖及第 5B圖顯示根據本揭露的實施例的用於製造用於 EUV光罩的護膜的各個階段中
之一者的橫截面圖及平面圖(俯視圖)。
第 6A圖及第 6B圖顯示根據本揭露的實施例的用於製造用於 EUV光罩的護膜的各個階段中
之一者的橫截面圖及平面圖(俯視圖)。
第 7A圖、第 7B圖、第 7C圖、第 7D圖、及第 7E圖顯示根據本揭露的實施例的製造用於
EUV光罩的護膜的各個階段的製程流程。
第 8A圖、第 8B圖、第 8C圖、及第 8D圖顯示根據本揭露的實施例的製造用於 EUV光罩的
護膜的各個階段的製程流程。

第 9A圖顯示根據本揭露的實施例的製造用於 EUV光罩的護膜的製程階段。第 9B圖顯示藉
由製程階段生產的奈米管結構。

第 10A圖及第 10B圖顯示根據本揭露的實施例的在奈米管束上方形成包覆層。
第 11A圖顯示根據本揭露的實施例的製造用於 EUV光罩的護膜的製程階段。第 11B圖顯示
藉由製程階段生產的奈米管結構。

第 12A圖、第 12B圖、及第 12C圖顯示根據本揭露的實施例的藉由製造製程生產的奈米管結
構。

第 13A圖及第 13B圖顯示根據本揭露的實施例的形成接合之奈米管束。
第 14圖顯示根據本揭露的實施例的用於 EUV光罩的護膜之結構。
第 15圖顯示根據本揭露的實施例的用於 EUV光罩的護膜之結構。
第 16圖顯示根據本揭露的實施例的用於 EUV光罩的護膜之結構。
第 17圖顯示根據本揭露的實施例的用於 EUV光罩的護膜之結構。
第 18A圖、第 18B圖、第 18C圖、第 18D圖、第 18E圖、第 18F圖、第 18G圖、第 18H
圖、第 18I圖、第 18J圖、第 18K圖、第 18L圖、第 18M圖、第 18N圖、及第 18O圖係根
據本揭露的實施例的膜結構的 TEM影像之圖示。
第 19圖顯示根據本揭露的實施例的製造用於 EUV光罩的護膜的方法之流程圖。
第 20圖顯示根據本揭露的實施例的製造用於 EUV光罩的護膜的方法之流程圖。
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第 21圖顯示根據本揭露的實施例的製造用於 EUV光罩的護膜的方法之流程圖。
第 22A圖顯示根據本揭露的實施例的製造半導體裝置的方法之流程圖，第 22B圖、第 22C
圖、第 22D圖、及第 22E圖顯示製造半導體裝置的方法之順序製造操作。
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